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1. はじめに  有機発光ダイオード (organic light-emitting diode :OLED)における代表的な塗布型正
孔注入材料として、PEDOT:PSS (poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate))がある。
PEDOT:PSSには、ITOからの正孔注入特性の改善、ITO表面の平滑化する効果がある [1]。しかし、
陰極から注入された電子とPSSの反応による硫黄化合物の生成、および発光層への拡散による素子
の耐久性低下が問題となっている。本研究では、良好
な正孔注入特性、段差被覆性を示すHIL-N（日産化学
社製）を用いた高分子LED（PLED）と、PEDOT: PSS

を有するPLEDにおいて、インピーダンス測定による
正孔移動度、および、正孔寿命（deep trapping lifetime）
評価から塗布型正孔注入層 （HIL）が発光層の電荷輸
送特性へ及ぼす影響について議論する。 

2. 実験および結果 正孔注入層（HIL）が発光層に
与える影響を調べるため、発光性ポリマーである
Super Yellow (SY: Merck)を用いた ITO/PEDOT:PSS (40 

nm) or HIL-N (30 nm)/SY (150 nm)/MoO3 (10 nm)/Al (50 

nm)なる構造の正孔オンリー素子（HOD）を作製した。
素子面積は 4 mm2である。インピーダンス分光 （IS）
測定には、Solartron Modulab XMを用いた。 

作製した二種類の HODの IS測定から得られた、直
流印加電圧 0.5 V、温度 300 K における静電容量の周波数
（C-f）を Fig. 1に示す。静電容量が低周波数から高周波数
にかけて増加する現象（走行時間効果）が観測されている。
走行時間効果から得られる周波数 fから、差分サセプタン
スB 法 [2]より求めた正孔走行時間の電界強度依存性を
Fig. 2に示す。HILによる正孔走行時間の変化は観測されて
おらず、HIL が発光層の正孔移動度には影響を与えていな
いことがわかる。 

これまで、我々の研究グループでは、単電荷注入素子の
C-f特性において、走行時間効果が観測される周波数域より
も低周波数域で静電容量が幾何容量と一致する周波数 fか
ら、電荷寿命が評価できることを報告している[3, 4]。本研
究で用いた HIL を有する HOD でも、fが観測されており、
これより得られた正孔寿命の電界強度依存性を Fig. 2 に併
せて示す。直流印加電圧 0.5 V、温度 300 Kにおいて、正孔
寿命は PEDOT:PSS を有する HOD、HIL-N を有する HOD

において、それぞれ 0.73 s、24 sと 1桁以上正孔寿命が異な
り、このとき正孔の飛程はそれぞれ 16 m、440 mであっ
た。この原因は、PEDOT:PSS が、SY 中に深い局在準位を
形成するためと考えられる。 
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Fig. 2 Plots of hole transit time and deep 

trapping lifetime versus electric field 

determined by IS in the SY HODs with 

different HILs (black： PEDOT:PSS, 

red：HIL-N). 
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Fig. 1 C-f characteristics at dc 0.5 V, 300 K in the 

SY HODs with different HILs (black ：
PEDOT:PSS, red：HIL-N). 
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